6.1

BAB 1V
KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari hasil perancangan dan pengukuran maka dapat

disimpulkan

1.

Dari percobaan pemancar sinyal FM, ternyata pada
penerima di dapatkan hasil vyang baik. Ini menunjukan
bahwa penguat daya untuk FM broadcast cukup dikerjakan
pada penguat kelas C, karena sinyal RF FM tidak membawa
informasi dalam bentuk perubahan amplitudo sehingga

tidak memer lukan penguat dengan linieritas yang besar.

Hasil pengukuran penguat daya vyang dibuat tidak sama
dengan yang direncanakan, diantaranya daya output hanya
didapat 1! Watt dari 30 Watt yang direncanakan pada
masukan 50 mWatt. Bandwidth penguat yang didapat lebih

kecil 0,3 MHz dari 4 MHz yang direncanakan.

Respon perubahan daya output dari penguat terhadap
perubahan frekuensi, sangat curam. Hal ini disebabkan
karena tiap tingkat penguat (tiap rangkaian tuning)
ditala pada frekuensi tengah vyang sama (synchoronous

tuned) seperti yang direncanakan.

Efisiensi total sistem didapat adalah 48,7 % dari &5 7%
yang direncanakan. Hal ini menyangkut keadaan mismatch
yvang terjadi serta kemampuan transistor itu sendiri

dalam mengubah daya dc menjadi dava RF.
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2an337 5 isiicon) .
2N3553 % . ]'
2N3632 ; *Collacior connectodle tais

2N396] C‘A'ISQE.JZ? c(¢g.i‘°§)‘ . C(A“s)‘f‘o36 "Emilter conaected 0 Coin
283375 :': - B
96 == *Collector irolat e
2N3553 2N3961 203632 and .:l:ud" .'l«:'ic““,«n -

NPN silicon RF Power transistors, optimized for
large-signal power amplifier and driver applications to
400MHz, provide wide choice of power levels and guar-
anteed safe operaling areas.

MAXIMUM RATINGS

Rating Symbol | 2N3375 | 2N3553 | 2N3632 | 2N3961 | Unit
Coliector-Emlitter Yoltage Yeeo 0 Vde
Collector-Base Voltage Ve [ Ve
Emlitter-Base Voluge Vea 4.0 Vde
Collector Current lc 1.% 1.0 3.0 1.0 Ade
Total Device Dissipation OTc * 25°C PD 1.8 7.0 F}) 10 Watls

Derate above 33°C 64. 4 40 1 57.2 |mW/C
Operating and Slorage Junction T .rT .48 0 2 ——————— G
Temperature Ranew stg

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (1, «15°C vrtess senerwm sa ~ied)

Charactoristic Symbol Min Max - [ Uit I
OFF CHARACTERISTICS
Collecior «Emilier Juslalning Veolage® Y e otove) vac
{ lc =300 mAd, § » «0) INIITS. INILLY. IMIAID 0 -
(12400 mAds, | ,+0) NI 9 o
Emittee-Dase Breakdowa Vollage BYrao Vdc
(g =0.23 mAdk, Ic=@ N 4.0 .
Hget.ImAd, lc-OI IK1ITS, INIISY (X} .
flgst.OmAdc. 1«0 bR 4.9 -
Coltector Culoll Current lCtO LYY
(Vg0 Ve 1 0} INYITS, 2INISH) - 0.1
INISI2 - 0.1%
Collector Cutof! Curcend lCtx mAdt

(Vopo30Vae, ¥ = 1.9 Vi, T. «200°C)
ce 8x(a{n) € i, aNnsd : 2.0
IM3632 g e
v ™o, Vv = L3 Vi) INIITS, INIIY) . 1.0
ct 8L(etr} 1N3832 . 3.9
Collegter Cwtall Curr ent 'CBO mAdc
(Vop=18 Ve, 1520, T, =130°C) NI .
(V. =03 Vac I _«0) N33 - .
co E INIRL s 1.0
Emittar Culofl Curreat 'no e
(Vpg=t-8Va, I -0 NI, 133 . - 0.l
1 NMI% . 0.8
¥

" Pulesd thew 13mN tndoc 10F (Bee Figuree § and8),
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2N3375, 2N3553, 2N3632, 2N3961 (continuad)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

[ Characterdstic  * | symbal | wa® [ 1 IR
ON CHARACTERISTICS

DC Curremt Gala “rc s
thes30maac, ¥ 8.0V ) IN3113, TNINSY, IMIEIL 0 - -
(lc-I.OAk. Vct-l.‘ Vic) 1M3431 Le - ™

€ ol lectar « Bailier Baturation Voltage v. Ve
fle =30 made , 1«30 made) Frreyy CElsat . 5 Lo
(o *300 mAdk, 1,0 100 mad) INSITS, INIENR . . 1.0

Base-Emtiter Saturstion Valtuge v L
oot . O Ak, T 3. 8A&)} 13T BE{say) /i - 3

-
DYRAMIC CHARACTERISTICS

Curreat-Cata = Bandwidih Product = ol ]
(IC-IOQ mAde Vc‘ v28 Vac, [« 100 MHs) INI3SI, INIVGL . .
(loe150mad, Ve, =28 Vi, [+ 00 MH) INIITS - 00 .

= INIEN - 00 -

Output Capac Hance c“ o
(¥ op® 10 Ve, 1o« 0. +100kHL) 1M . Lo ]
IV‘:.'JQV«. II'O. [1008Mz} INIITI, INIEN) . .0 0

INJT N (1] ;. ]
FUNCTIONAL TESTS
INNITS

Power lapa Teat Circelt Figure 1 P". - - 1.0 want

Common-Cmitter Amptittar | Vog® 30 V. P oT.3 Waa, C,. .1 5 . -
Power Cala [+ 100 MMs} o

Collec tor Etfictency [ Ty __& . | oy

Power lnpet Teal Cirecukt Pigueed (35 . . Lo it

Commen+Emitier Amplifier (Vop= NV, P, 1.0V, 0" 411 . * -

Pevet Cajs [ = 400 bOtg) s

Ceollex bor Eflscioncy L] 49 - .

N3
Power tapd Test Clreuit Pigure ¢ . . . 1 watl

PP, "CI! a8 Ve, l.“ ol I Waits, o'. [T - - <
Pemec Cala feltaMKe} 3

Colleciar Tltictoncy " %0 . 3

FL LN H]

Power nput Teat Clrewit Figurs 10 P - . 2.3 Watts

CommBamt t 1 ¢ Amplitiee | (Yog =3IV %, P, +13.3 wata, <. 1.44 = W an
Poetw. Suin <113 ) <

Colircror Eificioncy i " T ® -

N34l

Power \apet Teot Clecelt Figure N P, - & .3 wen

Commuon-Gutter Ampiitier | Top ¥ 3VE. P 18w, <, e - - -
P ariGaln R, s30aaR | 3 O oehm o, =

Colleciar Ciierncy fs 133 MHa) " L = J

P owetupat Teat Circuit Figure 12 P, - - .3 WAy

Common-Emitier Amplifier lvct' M Ve, ',"q = 4.0Watta, G L X} - - 48
Power Cus n’-sem.. ll. aidhm s ry

Coliecior CiiiClency 1 L - =

1 113 M}
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2N3375, 2ZN3553, 2N3632, 2N39461 (continued)
TEST CIRCUITS =}
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